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高性能 GaN 縦型トレンチ MOSFET を実現するためには、トレンチの界面特性やチャネル移動

度の改善が重要である。SiC MOSFETに関してはチャネルの散乱要因及び散乱機構については多

く報告されているが、GaN MOSFET の報告は少ない。そこで本研究では、GaN 縦型トレンチ

MOSFET でのチャネル移動度の散乱機構や界面特性の影響

について調べたので報告する。 

HVPE成長ｎ型 GaN基板上にMOVPE法により n-GaNド

リフト層([Si]=3×1016 cm-3)、p 型ボディ層([Mg]=4×1016 

cm-3)、n型ソース領域([Si]=6×1018 cm-3)を成長したウエハ上

に GaN縦型トレンチMOSFETと SiO2/n-GaN キャパシタを

作製した。トレンチの形成は ICP-RIE により行い、バイア

スパワー30 Wでエッチングした試料(Conventional)、エッチ

ング後 TMAH 処理をした試料(Conventional+TMAH)、バイ

アスパワー30 Wでエッチングを行い、続けて 30 W以下の

弱いパワーで二段階エッチングを行った試料(Multistep)の

三つの方法で作製した試料を用意した。トレンチ形成後、

ALD法により 70 nmの SiO2ゲート絶縁膜を成膜し、ゲート

電極としては p+ poly-Siを用いた。 

Fig.1 に縦型トレンチ MOSFET におけるチャネル移動度

を示す。μFE はゲート電圧が増加することにつれて、増加

し飽和する傾向を確認した。各移動度の成分を抽出し、散

乱機構の解析を行った。これより、低電界の領域ではクー

ロン散乱が支配的であることが分かった。 

クーロン散乱の要因を調べるため、トレンチ底部に作製した 

MOSキャパシタで C-V測定を行った。Fig.2に、トレンチ底部

の C-V のフラットバンド電圧から見積もった固定電荷と縦型

トレンチ MOSFET のチャネル移動度から見積もったクーロン

移動度(Vg=10 V)の関係を示す。これより、固定電荷が少ない

ほどクーロン移動度が上がることを確認した。 
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Fig. 1 gate voltage dependence 

of µFE of GaN vertical 

trench MOSFET 

Fig. 2 The relationship between  

Coulomb mobility 

and fixed charge 
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